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【57】申請專利範圍
1.　一種高電子遷移率電晶體，包括：一基材；一緩衝層，位於該基材上；一通道層，位於
該緩衝層上；一第一半導體磊晶結構，位於該通道層上且依序包括一第一氮化鎵鋁層、

一供應層及一第二氮化鎵鋁層，該第一半導體磊晶結構形成一鏤空部，且該鏤空部自該

第二氮化鎵鋁層之頂面朝該通道層延伸；其中該鏤空部之底面介於該第一氮化鎵鋁層與

該供應層之連接面及該第一氮化鎵鋁層與該通道層之連接面之間；一第二半導體磊晶結

構，位於該鏤空部內且依序包括一氮化鎵鋁層及一 P型氮化鎵層；一汲極及一源極，分
別設置於該第二氮化鎵鋁層之頂面上；以及一閘極，設置於該 P型氮化鎵層之頂面上。

2.　如請求項 1所述之高電子遷移率電晶體，其中該第一半導體磊晶結構之該第二氮化鎵鋁
層之頂面及該第二半導體磊晶結構之該 P型氮化鎵層之頂面不在同一平面上。

3.　如請求項 1所述之高電子遷移率電晶體，其中該第一半導體磊晶結構之該第二氮化鎵鋁
層之頂面及該第二半導體磊晶結構之該氮化鎵鋁層與該 P型氮化鎵層之連接面不在同一
平面上。

4.　如請求項 1所述之高電子遷移率電晶體，其中該第二半導體磊晶結構之該氮化鎵鋁層與
該 P型氮化鎵層之連接面不高於該第一半導體磊晶結構之該第二氮化鎵鋁層之頂面。

5.　如請求項 1所述之高電子遷移率電晶體，其中該供應層為一 N型氮化鎵鋁層。
6.　如請求項 1所述之高電子遷移率電晶體，其中該第二半導體磊晶結構之該氮化鎵鋁層之
厚度為 10nm至 50nm，且該 P型氮化鎵層之厚度為 1nm至 100nm。

7.　一種高電子遷移率電晶體之製造方法，該方法包括：提供一基材；於該基板上形成一緩
衝層；於該緩衝層上形成一通道層；於該通道層上形成一第一半導體磊晶結構，其中該

第一半導體磊晶結構依序包括一第一氮化鎵鋁層、一供應層及一第二氮化鎵鋁層；針對

該第一半導體磊晶結構執行一微影蝕刻製程以形成一鏤空部，其中該鏤空部自該第二氮

化鎵鋁層之頂面朝該通道層延伸；其中該鏤空部之底面介於該第一氮化鎵鋁層與該供應

層之連接面及該第一氮化鎵鋁層與該通道層之連接面之間；於該鏤空部內形成一第二半
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導體磊晶結構，其中該第二半導體磊晶結構依序包括一氮化鎵鋁層及一 P型氮化鎵層；
於該第二氮化鎵鋁層之頂面分別形成一汲極及一源極；以及於該 P型氮化鎵層之頂面形
成一閘極。

8.　如請求項 7所述之製造方法，其中於該鏤空部內形成該第二半導體磊晶結構之前，更包
括：於該第一半導體磊晶結構上形成一氧化層或一介電材料層；以及移除位於該鏤空部

內之該氧化層或該介電材料層。

9.　一種高電子遷移率電晶體之製造方法，該方法包括：提供一基材；於該基板上形成一緩
衝層；於該緩衝層上形成一通道層；於該通道層上依序形成一氮化鎵鋁層及一 P型氮化
鎵層；移除部分之該 P型氮化鎵層，使得剩餘之該 P型氮化鎵層及位於該 P型氮化鎵層
下方之該氮化鎵鋁層形成一第二半導體磊晶結構；執行一離子佈植製程以於該第二半導

體磊晶結構以外之該氮化鎵鋁層內形成一供應層以形成一第一半導體磊晶結構，其中該

第一半導體磊晶結構依序包括一第一氮化鎵鋁層、該供應層及一第二氮化鎵鋁層；於該

第二氮化鎵鋁層之頂面分別形成一汲極及一源極；以及於該 P型氮化鎵層之頂面形成一
閘極。

10.   如請求項 9所述之製造方法，其中於執行該離子佈植製程之前，更包括：於該第二半導
體磊晶結構上形成一氧化層或一介電材料層。

圖式簡單說明

圖 1為本發明之高電子遷移率電晶體之第一實施例之示意圖。
圖 2為本發明之高電子遷移率電晶體之第二實施例之示意圖。
圖 3為本發明之高電子遷移率電晶體之第三實施例之示意圖。
圖 4為本發明之高電子遷移率電晶體之製造方法之第一實施例之流程圖。
圖 5為配合圖 4之結構製程示意圖。
圖 6為本發明之高電子遷移率電晶體之製造方法之第二實施例之局部流程圖。
圖 7為本發明之高電子遷移率電晶體之製造方法之第三實施例之流程圖。
圖 8為配合圖 7之結構製程示意圖。
圖 9為本發明之高電子遷移率電晶體之製造方法之第四實施例之局部流程圖。
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